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landa. por:

"METODO Y DISPOSITIVO PARA SOLDAR HILOS DE CONEXION 

A UN CUERPO SBEOONDUCTOR"

10

Bate invento se r e f ie r e  s  un método de sold ar h ilo s  

de conexión a un cuerpo semiconductor, más particularm ente 

a electro d o s aleados sobre un cuerpo semiconductor y a  un 

d isp o sitiv o  pera lle v a r  a cabo dicho método.

Ha de entenderse que e l  término "so ld ar" denota en 

e s ta  memoria no solamente l a  su jeoción  de un h ilo  a un cuer­

po semiconductor, c a un electrod o aleado, por medio de una 

soldadura que puede re cu b rir , por ejemplo, e l  extremo del 

h i lo ,  sino  también l a  fu sión  de un h ilo  con un electrodo 

sumergiendo s i  h ilo  en un extremo dentro de un electrod o
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fundido termporalmente. por completo en parte.

La soldadura de h ilo s  de conexión con un cuerpo semicont 

ductor, más particularm ente con electrod os aleados sobre 

un cuerpo semiconductor, l a  cual usualmente se lle v a  a 

cabo con tra n s is to re s , se hace gradualmente más d i f í c i l  

según disminuyen la s  dimensiones del cuerpo semiconductor 

y por tanto la  d istan cia  r e la t iv a  de lo s  electrod os* D ifi­

cultades particularm ente surgen a l  soldar longitudes de h i­

lo  p rev isto  cortadas, con respecto  a l  apoyo mecánico de 

d ich as longitudinales de h ilo *  31 apoyo de lo s  h ilo s , du­

rante l a  operación de soldadura, por medio de pinzas, en 

cuya operación se provee a  v arios electro d o s, uno a uno, 

de un h ilo  de conexión, no produce resu ltados s a t is fa c to ­

r io s ,  puesto que a l  soldar un h ilo  a un electrodo es muy 

probable que se desprenda un h ilo  previamente soldado a un 

electrodo.

31 invento tien e  por o b je to , entre o tras  cosas, crear 

u¿ método s e n c illo , en e l  cual se provee a l  miaño tiempo 

a un cuerpo semiconductor de varios h ilo s  de conexión, 

en e l  cual particularm ente electrod os aleados sobre un 

cuerpo semiconductor son provistos simultáneamente de un 

h ilo  de conexión* Según e l  invento, e l  método de soldar 

h ilo s  de conexión a un cuerpo semiconductor, p a rticu la r­

mente a electrodos aleados sobre un cuerpo semiconductor 

se ca ra cte riz a  porque durante l a  operación de soldadura 

lo s  h ilo s  de conexión son mantenidos en posición  solamente 

por un campo magnético.

Por lo  menos lo s  s i t io s  a conectar coh lo s  h ilo s  de 

core xión por medio de soldadura son calentados a la  tempe­

ra tu ra  n ecesaria  para la  soldadura antes de poner lo s  h ilo s
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de conexión en contacto con dichos s i t io s .

B1  ouerpo semiconductor puede ser calentado de ma­

nera s e n c illa  hasta la  temperatura de soldadura disponién­

dolo sobre un apoyo, por ejemplo, un bloque de carbono, e l  

cual e s tá  calentado. S I caldeo puede llev arse  a cabo por 

rad iación , por ejemplo, oon l a  ayuda de una lámpara in ­

candescente.

3n una rea liz a c ió n  adicional ventajas del método 

solamente lo s  s i t io s  a ser provistos de los. h ilo s  dé co- 

xión por soldadura son calentados por radiación a l a  tem­

peratura de soldadura. Bata re a liz a c ió n  tien e  la  ventaja 

de que no es necesario, ca len tar todo e l  cuerpo semicon­

ductor a la  temperatura de soldadura.

233. invento se r e f ie r e  además a un d ispositivo para 

lle v a r  a  cabo e l  método seg&n e l  invento. Seg&n e l  invento 

este  d ispositivo se caracteriza  porque comprende dos zapa­

ta s  polares opuestas, entre la s  cuales, es d ecir más cerca 

de una de la s  zapatas p olares, hay colocado un apoyo, por 

ejemplo, un bloque de carbono, sobre e l  que puede disponer­

se un d ispositivo  una fuente de radiación , por ejemplo una 

lámpara incandescente y un medio óptico, por ejemplo un es­

pejo para proyectar la  fuente de radiación sobre e l  apoyo. 

Una zapata polar e s tá  preferentemente prov ista  de un ánima 

a través de l a  cual se proyecta l a  fuente de radiación  so­

bra e l  apoyo.

E l invento será d escrito  ahora más completamente con 

re fe re n c ia  a una rea liz a c ió n  y a l  dibujo.

E l dibujo muestra diagramáticemente en v is ta  en sec­

ción una disposición para lle v a r  a cabo e l  método seg&n e l  

invento.

¿El?
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Se d e scr ib irá , a modo de ejemplo, l a  soldadSfS^ISe 

lo e  h ilo s  de conexión a electrod os aleados sobre un cuerpo se 

mioonductor^ 3HL cuerpo semiconductor B. por ejemplo de ger- 

maaio, qu.e tien e dimensiones de 2 x 2 x Q, 1  mms. provisto 

5 de lo s  electrodos 2, por ejemplo de plomo, que contienen 

aproximadamente 2% en peso de antimonio y que tien en  Un 

diámetro de 150  /u  y una distancia, interm edia de 50 /u  

se dispone e l  campo magnético de un iáán  5 , e l  cual e s tá
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p rov isto  de la s  zapatas p o lares opuestas & y 7 .  31 imán 

5 puede ser un imán permanente, o un e le c tro  imán. Los 

h ilo s  de conexión 4 que tien en  una longitud de aproxima­

damente 6 mms y un diámetro de aproximadamente 100 /u  

hechos de un m aterial m agnetizable, por ejemplo n íquel, 

que pueden e s ta r  chapados de oró, se disponen sobre lo s  

electrod os 2. Por caldeo a aproximadamente 350*0 lo s  h i­

lo s  4 son soldados a lo s  e lectro d o s 2 manteniéndose en po­

s ic ió n  lo s  h ilo s  4 por e l  campo magnético.

E l cuerpo semiconductor 1  y lo s  electrod os 2 pueden 

ser calentados a la  temperatura de soldadura calentando 

e l  apoyo 3* sobre e l  que e s tá  dispuesto e l  cuerpo semicon­

ductor 1 , por ejemplo por radiación.. 31 apcyo 3 puede con­

s i s t i r  en e l  bloque de carboho de 8 x  8 x 3 mms y e s tá  

dispuesto más cerca de la  zapata polar 7 . La fuente de r a ­

diación puede ser una lámpara incandescente, cuyo filam ento 

se proyecta por ejemplo con l a  ayuda de un esp ejo , sobre, 

e l  apoya 3 .

La rad iación  puede in c id ir  sobre e l  apoyo 3 en una 

d irecció n  la t e r a l  aproximadamente p a ra le la  a la s  zapatas 

polares 8 y 7 , S in  embargo, preferentemente se hace uso 

de una d isp osición  como se muestra en l a  fig u ra , en la  cual
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l a  zapata polar ?  e s tá  p ro v ista  de un ánima 10 , y s i  se 

desea, de una parte realzada 11. La lámpara incandescen­

te  8, por ejem plo, una lámpara de SOlKpara p e lícu la s  da 

16 mata., que tien e  una capa r e f le c to r a  9. ir r a d ia  e l  apoyo 

1  por v ía  del ánima 10 . La capa r e f le c to r a  9 proyecta l a  

imégen del filam ento de la  lámpara sobre e l  apoyo 3. La 

lámpara incandescente 8 puede e s ta r  conectada a una fuen­

te  de co rrien te  12 .

31 cuerpo semiconductor 1  con lo s  electrod os a lea ­

dos 2 e s  calentado hasta  l a  temperatura de soldadura, pre­

ferentemente antes de oolocarse lo s  h ilo s  de conexión 4 

sobre lo s  electrod os 2.

Los h ilo s  4 no es necesario que sean h ilo s  reo to s . 

Pueden e s ta r  provistos por ejemplo .de una cuerva.en forma 

de S a f i n  de aumentar l a  e la s tic id a d .

Será evidente que e l  invento no e s tá  restrin g id o  

a l a  re a liz a c ió n  anteriormente d e scrita , y que dentro 

del alcance d el invento pueden hacerse muchas varian tes 

por lo s  expertos en la  l íe c n ic a *  Por ejemplo e l  cuerpo se­

miconductor puede ca len tarse  insuflando un gas c a lie n te , 

por ejemplo nitrógeno, sobre, e l  mismo o por medio de una 

bobina enrollad a, b i f i l a r ,  de caldeo, l a  cual no pertur­

ba sustancialm ente e l  campo magnético* Además, solo lo s  

s i t i o s  a  se r  p rov istos de lo s  h ilo s  de conexión por s o l­

dadura pueden se r  calentados por rad iación  h asta  l a  tem­

p eratu ra  de soldadura, de modo que no e s  necesario  que 

sea calentado todo e l  cuerpo semiconductor, Los. electrodos 

aleados y también e l  cuerpo semiconductor pueden además 

e s ta r  hechos de m ateriales empleados usualaente en l a  té c ­

n ica  de semiconductores, d is t in to s  a  lo s  m ateria les an te-
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riormente indicados. La temperatura de soldadura debe 

adaptarse a lo s  m ateriales empleados. Aunque un método 

seg&n e l  invento pueda usarse ventajosamente para soldar 

un solo h ilo  de conexión a un cuerpo semiconductor o a 

5 un electrodo aleado, la  v en ta ja  del invento se hace cons­

picua en la  soldadura simultanea de varios h ilo s  de conexión 

s i  se desea, a un n&aero de cuerpos separados semiconduc­

to re s  o a electrodos aleados.

E sta  so lic itu d  que corresponde a l a  presentada en 

10  Holanda con fecha 15 de Enero de 1962. bajo e l  ndmero 

271.574.. se aooge a lo s  benefioios del a rticu lo  51 del 

vigente Estatuto sobre Propiedad In d u stria l.
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Los puntos de invención propia y nueva que se pre­

sentan para que sean objeto da e s ta  so lic itu d  de Patente 

de Invención en España, por VEINTE años, son lo s  siguien­

te s :

i s .  -  Un método da soldar h ilo s  de conexión a un cuer­

po semiconductor, particularm ente a electrodos aleados 

sobre e l  cuerpo semiconductor, caracterizado porque lo s  

h ilo s  dé conexión se mantienen en posición  solo por un 

campo magnético durante e l  procedimiento de soldadura.

22. -  Uh método segdn se re iv in d ica  en e l  punte 1 ,

caracterizado porque a l  menos lo s  s i t io s  a conectar con 

lo s  h ilo s  de lo s  electrodos por soldadura son calentados 

hasta l a  temperatura de soldadura antes de poner lo s  h ilo s  

en contacto con dichos s i t io s .  ^ ^
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3*** -  Un método segán se re iv in d ica  en e l  ^

o 2, caracterizad o porque la  temperatura requerida para 

la  soldadura se alcanza calentando un apoyo por ejemplo 

un bloque de carbono que sostien e di cuerpo semiconduc-

5 to r .

43.- Un método seg&n se re iv in d ica  en e l  punto 3 . 

caracterizad o porque e l  apoyo es  calentado por rad iación , 

por ejemplo con l a  ayuda de una lámpara incandescente.

53 . -  Un método segán se re iv in d ica  en e l  punto

10  I  o 2, caracterizad o porque solo lo s  s i t io s  a ser  conec­

tados con lo s  h ilo s  de lo s  electro d o s por soldadura son 

calentados por rad iación  a l a  temperatura requerida para

l a  soldadura.

63. -  Un d isp o sitiv o  para l le v a r  ¿  cabo e l  método 

15  reiv indicado en e l  punto 4¿ caracterizado porque comprende 

dos zapatas p olares opuestas, entre la s  cu ales, es decir 

más cerca  de una de la s  dos zapatas p o lares, se provee un 

apoyó, por ejemplo un bloque de carbono, sobre e l  cual pue­

de disponerse un cuerpo semiconductor, y porque se provee 

20 una fuente de rad iación , por ejemplo una lámpara incandes­

cente y un medio óptico  para proyectar l a  fuente de rad ia­

ción sobre e l  apoyo, por ejemplo, un esp ejo .

73 . -  Un d isp ositivo  segán se re iv in d ica  en e l  punto 

6, caracterizad o porque una zapata polar e s tá  p ro v ista  de 

2$ un ánima a trav és de l a  cu al se proyecta l a  fuente de ra ­

d iad  $n sobre e l  apoyo.

8s . -  Método y d isp ositiv o  para soldar h ilo s  de conexiót 

a ún cuerpo semiconductor.

¡Cal y como se ha d escrito  en l a  Memoria que antecede,

30 representado en a l  dibujo que se aoompaSa y oon lo s  f in e s
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y JSsta Memoria consta de ocho h o jas e s c r ita s  a máquina

por una so la  de sus caras
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